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У роботі представлені результати дослідження емісії фотонів із 
наногетероструктури Ві/Аs2S3, методом електрон-фотонної спектро-
скопії (ЕФС).  Вибір цього зразка зумовлений тим,  що на відміну від 
оптичних методів дослідження [1], взаємодія електронів з поверхнею 
халькогенідних склоподібних напівпровідників (ХСН) майже не вивча-
лась. 

Плівки виготовлялись на установках ВУП-4 та УВН-71ПЗ термічним 
випаровуванням скла з танталового випаровувача. Швидкість конден-
сації складала в середньому 0,8-1,7  нм/с при вакуумі 6×10-3 Па. Як 
підкладки використовувалося спеціальне скло (типу К-8) і кремній ви-
сокої чистоти. Визначення загальної товщини здійснювалося інтерфе-
ренційним методом світлом з видимимого діапазону спектру. Товщина 
складала 1-2 мкм. Гетероструктура мала 100 шарів. 

Дослідження взаємодії електронів з поверхнею плівки Ві/As2S3 про-
водилось у діапазоні довжин хвиль 200-800 нм [2], де зразок опроміню-
вався електронами з енергією Еп = 450 еВ, під кутом a = 15° відносно 
нормалі до поверхні. Кінцевий тиск залишкових газів в робочій камері 
становив р ~ 10 – 7 Па, а електронний струм на мішені Іел. = 1,85-2 мкА. 

У спектрі спостерігаємо неперервне випромінювання в широкому 
діапазоні довжин хвиль з максимумами близько l1 ~ 300 нм і 
l2 ~ 750 нм. Максимумом при l1 ~ 300 нм ми пов’язуємо з електронни-
ми міжзонними переходами в плівках As2S3. Спектральна особливість 
при довжині хвилі l1 ~ 750 нм, скоріше за все, викликає свічення дефе-
ктів на інтерфейсі Bi / As2S3, через їх перемішування під дією пучка 
електронів [3].  
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